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Deformasyon

Plastik deformasyon sonrasi taneler ;e NLJPide ® fhaldhé soguk sekillendirilmis

demektir.

Kafes yapisina gore bitiin 6zelikler degisir. 4 S { geBilmesi,akmagerilmesisertlik
artarken, & Ny S ElékxiQ A £ S O v& kbrozyad dlirenci | 1 | TaffeRIN & N1
pekRSEAJYSI
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Deformasyon

Soguk deformasyon sonrasi cekme mukavemeti, stineklik vb. degisimi:
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Deformasyon

e Kafes yapisindaki carpilma dislokasyon hareketini engelledigi icin mukavemet artar,

suneklik azalir ve elektron hareketini zorlastirdigi icin elektrik iletkenligi duser.

e Plastik sekil verme hem dislokasyonlarin hareketini saglar, hem de yeni dislokasyonlarin
olusumuna sebep olur. Soguk islem sonrasi mukavemetin artmasinin sebebi deformasyon

sertlesmesidir. Tavlanmis malzemede dislokasyon yogunlugu 10°-108 cm iken soguk islem

sonrasi 1012 cm2 olur.
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Tavlama

Soguk islem sonrasi sarf edilen enerjinin 6 N & Kifl { P adis®Bkasyon enerjisi 6 S 1  /
malzemenin icerisinde depo edilir. Bir kisim eneriji ise 1si seklinde kaybolur. Tavlama ile soguk

islem ile kaybolan eski 6zellikler tekrar saglanir. Bu olay; toparlanma, yeniden] NRA & O lvd

~

taned N & N ekliade olur.

AlMg5Mn alasimini sicak deformasyon

sonrasi yeniden kristallesmesi




Toparlanma

Toparlanma,& 2 € dzforme edilen malzemelerdeyeniden { NJA a (i a8 ¢ Y SRalgaP
RNOAPOLI |t ®ayldma BIR N} #En®gaRd-gelir. Bu sebeple dislokasyonlar yeni bir
dizene girer. Bu duzen dislokasyonlarin daha dusuk enerjiye sahip olduklari yapidir.
Dislokasyonlar kuicuk acili sinirlar meydana getirir. Boylece dislokasyonlar tarafindan alt

taneler olusturulur. Toparlanma esnasinda i¢ gerilmeler blyuk 6lctide giderilir.

Avkin yerlesim Kiguk agi simrlan

Toparlanmis taneler



Toparlanma

Soguk deformasyon sirasinda malzemede olusan deformasyon sertlesmesi baslangicta hizla

azalir, fakat bu azalma zamanla diser. Toparlanmada, dislokasyon sayisini azalmasindan ¢ok

dislokasyonlarin yeniden dizenlenmesi vardir. 5 A &f 2 1 | ayéradgnf R NNOPS/y £ S

sonucunda 2 t dztalt tanelerde dislokasyonsuzo | £ 3 &t SzfBblzbidigeler sayesinde

elektron hareketi kolaylasir ve elektrik iletimi eski degerine geri doner. Piyasada bu islemin

diger ismi gerilme giderme tavlamasidir.
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Toparlanma sonucunda

ic gerilmeler azalir
Elektrik iletkenligi artar
Kafes carpilmasi azalir

Mekanik ozellikler pek degismez
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Dislokasyon A ceS NIR2YLJ: NI fanél¥rPkaybolur ve yerine yeni taneler @S {1 A NR S
Cekirdeklenme genellikle hatali bolgelerde, tane sinirlarinda meydana gelir. Toparlanmis tanelerdeki

dislokasyonlar yeni olusan tanelerin sinirlarina kagarlar. Boylece iclerinde dislokasyon miktari cok az

olan veya dislokasyon bulunmayan kicuk yeni taneler olusur ki bu yapiya yeniden kristallesmis yapi
denir. { 2E AP T Af f SWRERMS & I Tk RE Bdnion | NA 4 O & H S RN EPS

Yeniden kristallesme sicakligi malzemenin pratik olarak 1 saat icerisinde %50 sinin yeniden

Soguk islenmis tane yapisi 580°C de 3 saat tavlandiktan sonra Yeniden kristallesmis 580°C de 8 saat sonrasi yeniden
cok kiiclik tanelerin olusumu tanelerin yerlegimi kristalesmenin tamamlanmasi
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Yeniden kristallesmis taneler, tavlama sicakhginda uzu sire tutulursa veya yeniden
kristallesme sicakliginin tizerinde tavlanirsa RA F N1 Za@aflad N & N MdalamEbeki iri
taneler, ince tanelerden daha dlisuk serbest enerjiye sahiptir. Bunu sebebi tane sinirlarinin
azalmasidir. Bu bedenle tek kristalli malzemeler en diisiik enerjiye sahiptir. iri ve ince tanelerin
serbest enerijileri arasindaki fark, tane buytimesi icin gerekli itici gucu olusturur ve atamlar
arasi bag kuvvetleri bu kuvvete karsi koyar. { P O I {NfliFRéfes®N A 2 weldaherd NAE NRYFS]

artar.
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Annealing temperature ( C)
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Recrystallization temperature (°C)
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